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はじめに 

 我々は MOVPE法を用いて，n-InP（100）基板

上に量子ドット構造を導入したデバイスの作製

を行ってきた[1,2]．量子ドットを積層する際には，

量子ドットを成長させてファーストキャップ層

を数 nm程度成長させ，成長中断を挟み，セカン

ドキャップ層を成長させる，ダブルキャップ法

を取り入れている．今回，ダブルキャップ法を用

いて作製した積層構造と用いずに作製した積層

構造を作製し，光学特性の評価を行ったので報

告する． 

 

実験方法・結果 

n-InP基板上に i-InP/GaInAs/InAsを成長させて，

InAs 量子ドットの状態を原子間力顕微鏡（AFM）

で確認した．図 1に AFM 像を示す．図 1の InAs

量子ドットは，密度が 1.89×1010/cm2，高さ平均

は 12.51nm，直径平均は 56.78nm 程度であった． 

 次に図 2 の(a)と(b)に示すような積層構造を n-

InP 基板上に成長させた．図 2(a)の成長構造は

InAs 量子ドットを成長させ，ファーストキャッ

プ層に InP を 8nm，セカンドキャップ層に

GaInAsP（λg=1.2µm）を 13.2nm 積層している．

図 2 (b)の成長構造は InAs 量子ドットを成長さ

せ，連続して InP で量子ドット上部 20nmを埋め

込んでいる．図 2(a)のダブルキャップ法を用いて

作製した積層構造と，図 2(b)のダブルキャップ法

を用いずに作製した積層構造において，フォト

ルミネッセンス測定を行った結果を図 3に示す．

ダブルキャップ法を用いていない図 2(b)の積層

構造は量子ドットの高さが制御されていないた

めに，ピーク波長付近が平坦的なスペクトルに

なっていると考えられる． 
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図 1 成長後基板表面における AFM 像 
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図 2 積層構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 PL発光特性 
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